
 
 

 

 

 

 

 
 

巻頭言 
「エレクトロニクスの拡散とソサエティの
求心力」 

 
電子デバイス研究専門委員会 委員長 

和保 孝夫 (上智大学 理工学部) 

 
昨年の IEEE Spectrum11月号の「ＥＥのアイデ

ンティティ・クライシス」と言う記事をご記憶の

方も多いと思うが、史上空前とも言える技術改革

をもたらしたエレクトロニクスの飛躍的発展に

より、電子工学という学問分野自体が大きく様変

わりした、と言う内容であったと記憶している。

確かに、バイオや量子論など異分野との接点が脚

光を浴びているし、シミ

ュレーション、抽象化さ

れたモデル解析の比重が

高まるなど、研究手法も

大きく変わった。 

 

このような変貌に対応す

べく、産業界の研究開発部門では再三の組織再編

が実施されてきた。これに対して学会の対応はや

や異なっている。エレクトロニクス・ソサエティ

（以下エレソと略）で研究専門委員会の名前が最

近変わったと言う話は聞かない。有力な国際会議

名を見ても、IEDM、ISSCC、ISCAS等の名称は変

わっていないし、主要な IEEE ソサエティ名も変

わっていない。看板は変えずに、しかし、新しい

トピックスを積極的にスコープに取り込みなが

ら、自己改革により求心力を維持していく、と言

うのが学会流の「組織再編」のように思える。学

会は、次々に生まれる多彩な技術を既存の体系の

中に組み入れながら、新たな知的資産として次世

代に伝承するという重要な任務があり、それが求

心力の所以であるから、これはこれで妥当な対処

法なのかもしれない。 

 

それでも、このような新たな展開に柔軟に対応す

べく、エレソの中には時限研究専門委員会制度が

設けられている。エレソのホームページによれば、

既存の第１種研究専門委員会（第１種研）と同数

の１３の時限研究専門委員会（時限研）の名前が
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挙がっている。これはエレソの高い活性度を示す

ものとして評価し、歓迎する向きもある。芽生え

たばかりのトピックはローカルであり、最初は

「時限」で良いかもしれない。その活動をエレソ

が支援するのも好ましいことと言える。どこが主

催するかなどは問題でなく、活発な議論が展開さ

れ、そこから更に新しいアイデアが生まれ、その

研究が軌道に乗ればまずは良いはずである。ちな

みに信学会の他のソサエティでも多くの時限研

究会があるようである。 

 

しかし、いずれはタイミングを見計らい、学会か

らのサポートが期待できる第１種研への昇格、あ

るいは、第１種研との融合を探る議論を進める必

要があると思われる。これは時限研、第１種研、

双方にとってメリットがあるはずだし、新技術の

本質を見極め、体系化を試み、技術的な求心力を

高めることはエレソの本来の使命と考えるから

である。関連する研究会相互にリエゾンを出し合

う、研究会を共催するなどの連携をとり、スコー

プの摺り合わせを模索する必要があると考える。 

 

会員サービスの観点から言えば、研究会のスコー

プを良く整理して、どこで何が議論されているの

かを分かやすく提示し、会員の情報収集効率が上

がるような工夫が必要であろう。また、シニア世

代が新しいコミュニティへ気軽に参加できる機

会を増やせるような仕組み作りも今後重要にな

るだろう。ウェブベースの情報流通の便利さは否

定しないが、実際にいろいろな研究会に出て、新

しい話題にふれ、担当者と face to faceで議論して

みると、文章を読んだだけでは到底得られない新

しい発見が必ずある。それがエレソの発展の新し

い原動力の源になるはずだから。 

 

 

著者略歴 

昭 48早大・理工・物理卒。昭 50同大学院修士修

了。同年日本電信電話公社（現在の NTT）入社、

以来、厚木電気通信研究所等で、化合物半導体に

関する結晶成長、プロセス、デバイス技術に関す

る研究に従事。平 11 上智大・理工・電気電子工

学科教授、現在に至る。平 14-15和文論文誌編集

委員長。研究分野は、量子効果デバイスと回路応

用、多値論理回路、また、広くＡ/Ｄ変換器構成法。

理学博士。 

 

 
 

平成 16 年度学術奨励賞受賞記 
 
浅香 航太（NTT フォトニクス研究所） 

 

 この度は，伝統ある学

術奨励賞を授与頂き大変

光栄なことと感じており

ます．ご推薦頂きました

学会関係者の皆様方，な

らびに講演会場等でご議

論頂きました皆様方には

深く御礼申し上げます．また、本研究を進めるに

あたり、ご指導及びご協力頂いた弊社伊藤弘樹部

長、湯本潤司元部長（現 NTTエレクトロニクス）

東盛裕一元グループリーダ（現 NTT エレクトロ

ニクス）、鈴木博之グループリーダ、天野主税元

グループリーダ（現弊社知的財産センタ）、岸健

志グループリーダ、大礒義孝元主任研究員（現

NTT エレクトロニクス）、伊賀龍三主任研究員、

岡本浩主任研究員、NTTアドバンスドテクノロジ 

米山幸司氏に深く感謝致します． 

今回、受賞の対象となりました「1.55-μm帯埋込

み VCSEL の熱抵抗評価」は、長波長帯面発光レ

ーザ（VCSEL）の低熱抵抗化の実現と、簡便かつ

効率的な熱抵抗評価法の提案に関する報告です．

長波長帯 VCSEL は、メトロ・アクセス系光通信

網や高速 Ethernet等のデータ伝送用の低消費電力

な光源として有望視されています．しかしながら

同 VCSEL は、活性層体積が従来の半導体レーザ

（LD）に比べ著しく小さくなることと、半導体分

布ブラッグ反射鏡（DBR）の熱伝導率が低いこと



から、自己発熱による特性劣化が顕著であること

が知られております．そこで我々は、主な発熱源

である活性層の周囲を熱伝導性の良い Fe-InP 層

で埋め込んだ InP 系活性層と、熱伝導率の高い 2

元系材料から構成される GaAs/AlAs DBR とを、

薄膜化 wafer-fusion 技術を用いて融着することに

より、単一横モード動作する長波長帯 VCSEL に

おいて最も低い値の一つとなる熱抵抗値 654 K/W

を実現しました． 

 また、同 VCSEL の熱抵抗評価においては、

VCSELの熱抵抗値が通常の LDに比べて 20倍以

上高くなることから、パルス駆動において発熱の

影響を完全に除去することは困難となります．そ

のため、従来行われきたパルスと cw 駆動時の発

振波長の差から活性層の温度上昇を見積もる方

法を VCSELに適用すると、VCSELの熱抵抗値を

過小評価することになります．よって、VCSEL

の場合、発振波長の注入電力依存性及び温度依存

性をそれぞれ cw 駆動により評価し、熱抵抗値を

見積もることが一般に行われています．ところが、

この方法では両方の特性を測定する必要がある

ため、評価工程が煩雑となります．そこで、我々

は異なる 2 つの電流値の cw 駆動による発振波長

の温度依存性評価のみから 熱抵抗値を導出する

ことを提案しました．この方法では、発振波長が

同一となる 2点の温度差と注入電力の差から熱抵

抗値を評価することができるため、効率的な評価

が可能であることを明らかにしたとともに、従来

の評価法と同じ精度が得られたことも確認しま

した． 

 今回の受賞を励みに、今後も光通信用低コスト

光源の研究開発に努め、同分野のさらなる発展に

一抹の寄与ができるよう精進していきたいと思

いますので、皆様のご指導、ご鞭撻の程、宜しく

お願い申し上げます． 

 

著者略歴： 

 昭和 48年 2 月 6 日生まれ，平成 8 年早稲田大

学理工学部電気工学科卒業，平成 11 年同大学院

理工学研究科固体電子工学専攻修士課程修了．同

年，日本電信電話株式会社に入社．以来，フォト

ニクス研究所において光半導体集積デバイスと

長波長帯 VCSELの研究開発に従事． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



訂正： 平成 16年度学術奨励賞受賞者一覧 
おめでとうございます．下記の 17名の方々が学術奨励賞を受賞されました． 

（７月号に掲載した一覧に誤りがありました。お詫び申し上げます。） 
受賞者 所属（発表時） 題  名 講演番号 大会名 

浅香 航太 NTT 1.55μm 帯埋込み VCSEL の熱抵抗評価 C-4-2 Ｃソ 

弥政 和宏 三菱電機 Ka 帯 5W MMIC 電力増幅器 C-2-6 Ｃソ 

大平 昌敬 同志社大 
任意形状の窓を有する導波管形帯域阻止フィルタの最適化設

計 
C-2-114 Ｃ総 

木下 延博 NHK ホログラム記録における角度選択性の FDTD 解析 C-3-81 Ｃソ 

酒井 雄二 三菱電機 Ku 帯 40W 高効率半導体電力増幅器 C-2-44 Ｃ総 

坂元 明 フジクラ 
エキシマランプ照射による紫外線感受性ロッキング効果 

高遮断特性を有するチャープトファイバグレーティング 

C-3-32 

C-3-37 

Ｃ総 

Ｃソ 

清水 隆志 埼玉大 
80GHz 空洞共振器を用いた遮断円筒導波管法による複素誘電率

測定 
C-2-83 Ｃ総 

相馬 俊一 NTT PLC 型光スイッチと VOA の高性能化 C-3-32 Ｃソ 

高橋 英憲 KDDI 研 

反転した群遅延共振ピークを用いたリング共振器型可変分散

補償デバイスの帯域利用効率拡大 

リング共振器型可変分散補償デバイスの偏光依存屈折率差の

低減 

C-3-93 

C-3-27 

Ｃ総 

Ｃソ 

竹中 充 東大 
多モード干渉カプラ型双安定半導体レーザを用いた全光フリ

ップ・フロップ動作 
C-4-30 Ｃ総 

田中 雅光 名大 

単一磁束量子マイクロプロセッサ CORE１の動作実証 

メモリを搭載した単一磁束量子マイクロプロセッサ CORE１の

動作実証 

C-8-11 

C-8-2 

Ｃ総 

Ｃソ 

土居 芳行 NTT 

マルチモード出力導波路 AWG を用いた 1.25Gb/s×8 チャネル 

CWDM 受信モジュール 

PLC ハイブリッド集積技術を用いた 10Gb/s×4 チャネル WDM 送

信・受信モジュール 

C-3-60 

C-3-12 

Ｃ総 

Ｃソ 

中戸川 剛 NHK 光 SSB 変調器を用いた地上デジタル放送のミリ波光伝送 SC-13-9 Ｃ総 

濱野 聡 三菱電機 
フリップチップ実装を用いた 38GHz 帯低位相雑音 GaAs HBT VCO 

ミリ波帯 MMIC VCO の周波数補正方法に関する検討 

C-2-19 

C-2-23 

Ｃ総 

Ｃソ 

原島 正幸 長岡技科大 Si(001)-c(4×4)テンプレート基板作製に向けた表面構造解析 C-6-5 Ｃソ 

松本 好太 青学大 
電子レンジ庫内に配置した負荷変化に対する加熱効率特性の

解析 
C-2-134 Ｃ総 

吉松 俊英 NTT 

モノリシック PD-EAM 光ゲート素子による 100Gbit/s エラーフ

リー波長変換 

PD-EAM光ゲート素子による100Gbit/sエラーフリー波長変換の

実現 

C-4-34 

C-4-39 

Ｃ総 

Ｃソ 

（会員事業担当  森塚） 


